
 

2017 年 10 月 3 日 

各位 

 

住友金属鉱山株式会社 

   加賀電子株式会社 

 

ＳｉＣ（シリコンカーバイド）基板開発会社の株式譲渡契約締結 
および合弁契約締結について 

 

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 中里佳明 以下、住友金

属鉱山）と加賀電子株式会社（本社：東京都 千代田区、代表取締役社長 門良一 以下、

加賀電子）は、住友金属鉱山が加賀電子の子会社である株式会社サイコックス（本社：東

京都 千代田区 代表取締役社長 関森俊幸 以下、サイコックス）の株式の 51％を取得

することで合意し、2017 年 10 月 2 日付で株式譲渡契約および合弁契約を締結しましたの

でお知らせいたします。なお、株式譲渡の実行および合弁の開始は 2017 年 10 月 30 日を予

定しています。 

 

ＳｉＣは、主に電力を制御する用途で使用される半導体材料です。特にハイブリッド車

や電気自動車などの駆動制御装置で要求される大容量領域（大電流・高耐電圧）において、

エネルギーの損失を低減できる優れた材料として、今後、新たな市場の創生が見込まれて

います。 

 

サイコックスは、接合技術を応用したＳｉＣ基板（＊）の製造技術を保有する開発会社であ

り、同社の接合技術は、ＳｉＣの課題である基板コストを大幅に低減するものです。 

 

住友金属鉱山と加賀電子は、サイコックスのＳｉＣ基板製造技術に住友金属鉱山の基板

生産技術を融合させることによりＳｉＣ基板の量産検証を促進し、加賀電子のエレクトロ

ニクス分野における情報収集力と販売網の活用により、速やかに市場のニーズに応えてま

いります。 

 

＊ 接合技術を応用したＳｉＣ基板とは 

ＳｉＣ多結晶基板上にＳｉＣ単結晶基板を薄く接合することで構成された基板です。多

結晶基板を支持基板とすることで高価な単結晶基板の使用量を減らし、大幅な低コスト化

が可能となります。同基板を用いて作製された半導体デバイスは、単結晶単体で構成され

た SiC 基板と同様の製造プロセスを用い、同等のデバイス特性が得られます。 



 

ご参考（10 月 3 日現在） 

株式会社サイコックスの概要 

本店所在地：東京都千代田区神田松永町 20 番地 

資本金：186,625 千円 

代表者：関森 俊幸 

社員数：9 名 

事業概要：パワー半導体用ＳｉＣ基板の開発・製造・販売 

 

 

（本件に関するお問い合わせ） 

住友金属鉱山株式会社 

 広報ＩＲ部 元木 秀樹 

 Tel ：０３－３４３６－７７０５ 

Fax：０３－３４３４－２２１５ 

 

加賀電子株式会社 

秘書・広報室長 腰山 貴文 

Tel ：０３－５６５７－０１０６ 

Fax：０３－３２５４－７１３３ 


